Об основных нюансах и принципах работы моего варианта схемы ключевания
До того как я остановился на последнем варианте схемы организации накачки энергией контура резонатора по принципу Чипа, мне пришлось в течение 3-х лет проштудировать (что освежить, что узнать нового...) несколько сот гигабайт информации болтающейся в интернет-помойке под названием "Интернет".
Кроме того, также пришлось своими руками, а не языком как это делают 99,9% форумчан, изготовить не один десяток практических вариантов схем и их конструкций в виде рабочих макетов и проверить практически, а не фантазиями типа - а моё мнение другое...
По итогам многократного анализа полученной и освеженной информации, я остановился на принципе накачки энергией резонансного контура резонатора по принципу, предложенному Чипом и хорошо объяснённом Виктором Григом - т.е. ключевание (корочение) выходной обмотки силового трансформатора с помощью транзисторного ключа на полевом транзисторе типа C2M0080120D-24_80А-1200В-80 mΩ-192Вт-15nC-7.6pF-11ns-Nтип.

Проверка изменения индуктивности первичной обмотки силового трансформатора на торе 120Вт, при изменении на её выходной обмотке нагрузочного сопротивления от 0 и до 500 Ом показала, что у неё максимальная индуктивность становится при сопротивлении нагрузки около 2,7 Ом - это в моём исполнении, а у других оно может быть другим!!
Мои рассуждения были очень простыми как лом: чем больше индуктивность первички - тем больше её сопротивление и следовательно меньше потребление от сети при фактическом К.З. на его выходе.

Т.к. падение напряжения на полностью открытом транзисторе составляет не более 1,5В, я поставил последовательно с транзистором высокоскоростной диод типа C4D20120D-шотки-1200В-33на620Аи352на152Вт для 2-х диодов-104нСек, с двумя диодами в одном БОЛЬШОМ корпусе, что улучшает теплоотвод по сравнению с одиночным диодом, который будет работать ничуть не хуже.
Данный тип диодов обладает свойством быстрого запирания после прекращения течения через них прямого тока. Кроме того, такое включение диода в схемных решениях имеет слэнговое название УМНОЖИТЕЛЯ ДОБРОТНОСТИ, которые очень любит применять Акула в своих схемах.

1. В используемой мною схеме накачки по принципу Чипа, при скважности менее 10% и более 38%, начинает довольно значительно падать амплитуда напряжения на контуре резонатора.
А получать большую амплитуду импульсов от одного силовика, я просто не вижу смысла...
Т.к. нам нужна максимальная отдача от вторички на контур резонатора, а не сама по себе просто большая амплитуда, что ведёт к повышению потребляемой мощности!

Кроме того, у меня спокойно получается на резонаторе напряжение величиной от 1 кВ и до 4,0 кВ (и это при токе циркулирующем в контуре от 25А до 14А), которое зависит целиком только от конструкции катушки резонатора, при использовании одного и того же трансформатора с выходным напряжением 11,5В.

Этой реактивки более чем достаточно на любые текущие дела, если даже не большую её часть преобразовать в активную мощность!!

Весь вопрос в том, как это сделать практически, т.е. каково будет схемно-конструктивное исполнение устройства утилизации в нагрузку накопленной в резонаторе энергии - это главный камень преткновения.

А всё остальное "пузатая мелочь", на которую не стоит обращать внимание - это моё твёрдое убеждение, почему я и двигаюсь в этом направлении, хотя, к моему великому сожалению, очень медленно...
Эта скорость обусловлена огромным количеством дезинформации и "мыльной пены" якобы от всё знающих и имеющих рабочий БТГ форумчан...
А по факту ни у кого из "Гуру от БТГ" фактически ДЛИТЕЛЬНО работающего устройства с выходной мощностью хотя бы несколько кВт - нет!!!

Все показывают нагрузку на 12-и вольтовую лампочку, или если и есть приличная мощность, то очень кратковременно, т.е. всё это пыль в глаза или мыльная пена для бравады и не более того!!! 
2. Прошу обратить внимание на изменение характеристик трансформаторной стали на графике зависимости её магнитной проницаемости от составляющих магнитного поля.
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По моему практическому опыту, именно использование указанных на графике свойств трансформаторной стали и даёт основной эффект в схеме ключевания по Чипу, ну а остальное - это РЕЗКОЕ, но никак не ДЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ДАЖЕ ОЧЕНЬ КРАТКОВРЕМЕННОЕ  (хотя и этот параметр довольно важен) возмущение окружающей среды, всё остальное от лукавого...

Да, я обратил внимание на то, что доп. эффект от ключевания получается от близости вторички к трансформаторной стали экрана - если вторичка мотается поверх сетевой обмотки, а при намотке выходной обмотки под сетевой, доп. эффект от трансформаторного железа так же хорошо проявляется.
Я просто обратил внимание на этот эффект у старых маломощных трансформаторов - до 30 Вт, т.к. у них вторичка ранее всегда моталась первой непосредственно на сердечник, а у более мощных - сетевая обмотка мотается первой.
Хотя последнее время стали мотать выходную обмотку поверх сетевой и у маломощных трансформаторов, хотя это заметно снижает их КПД, чего не понимают наши нувориши - для них главное как ПОДЕШЕВШЕ!!!
3. В своих конструкциях я давно использую готовый китайский ЦИФРОВОЙ DDS генератор с двумя независимыми выходами.
Заказ у китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-2CH-2-Channel-Independent-PWM-Module-Generator-Duty-Cycle-Pulse-Frequency-Module-LED-Digital/32808082184.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.556349c15INc3m
У него независимо друг от друга меняется частота, скважность каждого канала от 2% до 98% и, самое главное это то, что этот генератор имеет очень хорошие характеристики по крутизне фронтов импульсов на выходе. 
Пробовал использовать другие генераторы - установка становится абсолютно неработоспособной, а у самодельного генератора наблюдаются огромные наводки!!!

У этого генератора один недостаток - это диапазон частот от 1Гц и до 150-и кГц и шаг частоты выше 90 кГц через 1 кГц, а иногда бывает необходимость в более высокой частоте и точности установки частоты.
Скважность сигнала на выходе генератора я устанавливаю по максимуму напряжения на контуре резонатора на его резонансной частоте - и ничего больше.
У разных конструкций катушек скважность получается от 10% и до 40%, с использованием одного и того же трансформатора.


4. Питание оптодрайверов я осуществляю от 2-х независимых блоков питания для каждого канала свой блок питающийся непосредственно от сети: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-12V1A-5V1A-fully-isolated-switching-power-supply-module-220V-turn-12v-5v-dual-output/32757541294.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.60a11d0cYCV1LK
  При таком питании затвора транзисторного ключа, на него подаётся отпирающее +12В и запирающее напряжение непосредственно от источника питания с низким выходным сопротивлением -5В, что позволяет избавиться от всевозможных схем ускорения запирания транзистора и резко уменьшить длительность фронтов импульсов на выходе оптодрайвера и самое главное - это ПОВЫСИТЬ НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ СХЕМЫ ЗА СЧЁТ ЕЁ ПРОСТОТЫ.

Для уменьшения наводок и скачков напряжения при кратковременном большом импульсном потреблении тока от блоков питания, я поставил на плате, в непосредственной близости от оптодрайвера, блокировочный конденсатор на 0,1 мкФ и электролитический конденсатор на 1000 мкФ/16 и 35В соответственно.
При такой схеме одноамперные блоки питания прекрасно управляют через 2,5 Амперный оптодрайвер любыми полевыми и IGBT транзисторами даже на 400А! И "загнивающие" капиталисты очень давно используют подобные схемы управления Мосфетами.

Я использую типовую схему управления мосфетами из даташита, подходящую как для маломощных, так и очень мощных полевиков и ИГБД транзисторов, ничего выдумывая нового:
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Если у кого-то имеется необходимость применять двунаправленный ключ для работы на переменном токе, то это позволяет выполнить небольшое дополнение к выше приведённой схеме:
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естественно перевернув транзистор Q2 эмиттером в сторону Q1 - по упрощённой аналогии организации транзисторного ключа в схеме:
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U1,Us - high speed optocoupler 100kBd 5.3kV isolation (6N139/VIS)
U2,Us - 9A IGBT/MOSFET inverting driver (MI1C4421)
Q1,Q2,Q3 - UltraFast IGBT transistor 1200V 20A t=20ns t=25ns (IRGP20B120U-EP)
D1,D2,Ds,Ds - fast recovery diode 1000V 30A t-=35ns (DSEI30-10AR)
D3-D7 - fast recovery diode 1000V (MUR4100)
R1,R2 - 220 Q resistor
R3-R7 - 1 kQ resistor
C1 - 10.000 pF 16V electrolitic capacitor
C2,C3 - 10 pF 600VAC low ESR capacitor (high pass filter)





Опять таки ничего не усложняя.
